TRANZYSTOR n-p-n 22-74/2
V BFP179 » .

SWW 1156-223

Tranzystor krzemowy planarny $redniej mocy wielkiej Moc tracona w kolek-

czestotliwosci. ' - torze

Jest przeznaczony do stosowania w stopniach ‘wyjscio- przg' famp = 328K ‘

wych odbiornikéw telewizji kolorowej. (65°C) Pe 06 06 06 W
Jest dzielony na grupy wg dopuszczalnej wartoéci napie- przy tease = 398K

0,
cia stalego miedzy kolektorem a bazg i odpowiednio sto- (125°C) Pc Lo 1T 1’.7 w
-"sowany:
* BFP179A — do wzmacniaczy G—X Parametry termiczne

BFP179B — do wzmacniaczy R—Y

ncj miczna
BFP179C — do wzmacniaczy B—Y Rezystancja termicz

. zlgcze-otoczenie Ringj-ap <240 <240 <240 K/W
zlgcze-obudowa Ringg-ep <45 <45 <45 K/W
Parametry statyczne
przy tomo = 289 K
51 Typ BFP179A BFP179B BFP179C
A Prad resztkowy kolek-
S "IN ) ’ tora
g " P przy Uce = 160'V,
N b \; %, R = 10kQ,
s 0. 66 E 4 g Re=100Q,
S fmen max *%% Rp =1kQ Icer <2 — - mA
¢ przy Uce = 225V,
: Rc = 10kQ,
—~ =
Tranzystor w obudowie metalowej TO39(CE23). Bp=100Q, -
Kolektor jest polgczony elektrycznie z obudow Rp = 1kQ Teer - <3 - mA
Jest pofa y % przy Uce = 260V,
Rc = 10kQ,
Re = 1002, .
RB =1kQ . ICER _ . - <4 mA
przy Ucg =160V, i
Re =0,
Rg =100 Q,
DANE TECHNICZNE Ry = 1kQ Iesn <1 — _ mA
przy Uceg = 220V,
Wartosei dopuszezalne parametréow eksploatacyjnych Rc=0,Re=1009Q,
Rp =1kQ Icer _ <1 — mA
Typ BFP179A BFP179B BFP179C przy Uce = 250V,
.. Rc=‘0, RE=1009,
Naple?;e kolektor- v s s s v Rp =1kQ Icsn - - <1 mA
-emiter ceo ' Napiecie przebicia
Napiecie emiter-baza  Ugpg 5 5 5 v emiter-baza
Napiecie kolektor- . przy Ie =100pA  Uspese =5 =5 =5V
-emiter Uczr 160 220 250 V Wspblezynnik wzmoc- .

nienia pradowego
Napiecie kolektor-baza Ucpgy 160 220 250 V przy Ic = 20mA,
Prad kolektora Ic 50 50 50 mA . Uee=15V hue =20 =20 =20 —
Napiecie state miedzy
bazg a emiterem
przy Ucg =15V, .
sktadowania tstg 218..473 K (—55...4+200°C) Ic =20 mA . Usge <2 <2 L2V

Temperatura zlgcza ty 448 K (175°C)
Zakres temperatury -




22-74/2

TRANZYSTORY BFPI79A, BFP179B i BFP179C

Parametry dynamiczne

przy temp = 298 K
(25°C)

Czestotliwo$§é graniczna

przy Ucg =15V,
Ic = 10 mA,
f=50MHz
Stala czasowa sprzeze-
nia zwrotnego
przy Ucg=15 V,
Ic=10mA,
f = 50 MHz
Pojemno$é sprzezenia
zwrotnego (przy
wejéciu zwartym dla
przebiegéw zmien-
nych )
przy Uce =20V,
I c = 10 mA,
f=1MHz
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Zalezno§é statycznego wsp&czynnika wzmocnienia Zalezno$é admitancji przenoszenia od czestotliwoéci
pradowego znormalizowanego od pradu kolektora [Yorel = f (f) :

hye(N) = f (Ic)

19 Elementy péiprzewodnikowe
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tora fr = f(f)
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

